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と直接反応の組み合わせを考えた Ba(OHh・Ti02 システムにおいて反応解析を行った。これによると、 Ba(OHh の
濃度の上昇に伴って、ある濃度から反応が起こり、Ti02 が BaTi03 となり、 BaTi03 薄膜が得られる。さらに、Ba(OHh
の濃度が増加すると、溶解する Ti02 量が増え、逆に、 BaTi03 薄膜の量が減少する。この解析から水熱法によって
BaTi03 薄膜が低温作製できることがわかる。これの解析を踏まえて、 BaTi03 膜作製の実験を行った。前駆体膜、
処理温度、濃度、処理時間など変化することにより、最適の作製条件を得た。 BaTi03 ゲル前駆体膜で、 0.2MBa(OHh 
溶液、 1400C 、 60 分で処理したサンプルは、良い結晶性、電気特性が得られた。また実験結果と解析の結果を比較し、
実験で得られた BaTi03 の量の Ba(OHh 濃度の依存性は、解析結果と同じ傾向となることを確認した。さらに、
BaxSrLxTi03 (BST) と Pb(ZrO.52Ti0.4s)03 (PZT) などの強誘電体薄膜をゾルーゲ、ル+水熱処理で、作製した。その結
果、 BST 強誘電体薄膜の成分は、水熱処理溶液中の Ba(OH)2/Sr(OHh 比率によって制御できることが分かつた。ま
た、水熱処理によって、 PZT 薄膜も 1600Cで結晶化して、良い電気特性を得た。良好なステリシスルーフ。が得られ、













これらの結果を、 BaLxSrxTi03 (BST) や PbZrLxTix03 (PZT) に適用し優れた強誘電体薄膜を得た。 BST 薄膜
では、 Ba(OH)2と Sr(OH)2混合溶液の成分により薄膜の Ba/Sr を自由に制御でき、 DRAM 応用に有望であることを
示した。 PZT 膜では KOH と Pb(OH)2溶液中での水熱処理により結晶化が促進され、 26.3μC/cm2 の残留分極と
5.78 X 10-8 AJcm2 (at 2 V) の低電流密度が得られ、実用的にも優れていることを示した。
以上述べたように、本論文は、ゾルーゲル法と水熱処理を組み合わせることにより、 BaTi03、 BST、 PZT 等の酸
化物強誘電体薄膜を非常に低い温度で作製することに成功し、その誘電的性質も優れているとしヴ重要な結果を得て
おり、学位(工学)論文として価値があるものと認める。
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